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	 磁気記録媒体の高密度化や磁壁移動型メモリの省電力化の材料として、垂直磁気異方性物質が

着目されている。これらの材料には高い垂直磁気異方性と低い磁気ダンピング係数を持つ物質が

候補となる。CoNi多層膜は、エピタキシャルに成長させることで垂直磁気異方性が増大し、磁気

ダンピング係数が抑えられることが報告されており[1]、候補の 1つとなっている。摂動論による

と、磁気異方性エネルギーは基底状態と仮想励起状態でスピンの向きが保存される項（スピン保

存項）と反転する項（スピン反転項）の和で記述される[2]。第一原理計算によれば、CoNi多層膜

では、Coのスピン反転項が垂直磁気異方性に対し大きな寄与をしており、また Co 1層に対する

Ni層厚を制御することで、Coのスピン保存項の寄与が変化し垂直磁気異方性の大きさも変わると

指摘されている。しかし、 Coと Ni の規則化が困難であることもあり磁気特性は計算を再現せず、

実際の垂直磁気異方性の起源も明らかとなっ

ていない[1]。そこで磁場角度依存 XMCD測定

[3]を [Co(1ML)/Ni(1ML)]多層膜について行っ

た（Fig.1）。図より Coと Niは垂直磁気異方性

を示しているのが確認された。発表では垂直

磁気異方性の起源について、スピン反転項に

着目し議論する予定である。 
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Fig.1: Magentic field-angle dependence of the 

effective spin magnetic moment 

(mspin
eff =mspin + 7 2( )mT ) measured by Co and 

Ni L-edge magnetic field-angle dependent XMCD. 

P̂  is a unit vector along the incident x-ray and θH 

is the magnetization direction from sample normal. 
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